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GS1104——超低功耗单沿电力线过零检测芯片 

一、产品简介 

电力线过零检测电路在电力载

波通讯、功率设备和家电接入切换

等领域都有广泛应用。GS1104 是

一款专用于过零检测电路的芯片，

通过检测输入端电压，当输入端电

压小于阈值时，驱动光耦芯片，得

到电力线过零检测信号，提供给应

用控制系统，当输入端电压大于阈

值时，输出端呈现高阻态。芯片输

入采用施密特触发器，输入低电压

VIL 最低 1.22V，具有较高的检测精

度。芯片内集成了内部供电及驱动

光耦所需的整流二极管，输入端集

成稳压二极管，仅需外接一个储能

电容即可为过零检测电路进行供电。 

 

 

图 1  GS1104 应用波形图 

二、特性 

 单沿过零点检测 

 高检测精度 

 超低功耗应用 

 有效滤除电力线噪声 

 集成整流二极管 

 集成稳压二极管 

 简化外围器件 

三、封装类型 

 

图 2  GS1104 封装示意图 

四、应用范围 

 电力线载波通信 

 家用电器 

 功率设备接入 

 RGB 照明控制同步
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五、引脚说明 

引脚编号 引脚名称 功能说明 

1 IN 交流输入端 

2 VDD 电源，连接光耦阴极输入端 

3 VSS 接地端 

六、额定最大范围 

参数 符号 参数范围 单位 

输入电压 VIN -1 ~ +7 V 

VDD 端电流 IDD 0 ~ 20 mA 

VDD 端耐受电压 VDD -0.7 ~ +7 V 

VSS 端电流 IGND 0 ~ 20 mA 

IC 工作时的环境温度 Top -40 ~ +85 ℃ 

热阻值 RθJA 300 ℃/W 

IC 储存时的环境温度 Tstg -55 ~ +150 ℃ 

ESD（HBM） ESD_H 4000 V 

ESD（CDM） ESD_C 500 V 
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七、电气特性 

如无特殊说明：VL-N = 220V，R1 ~ R4 = 1.5MΩ，R5 = 15kΩ，C1 = 33nF，各条件说明中电压

均相较于 VSS 而言。TA = 25℃，各符号含义参见典型应用电路图。 

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

输入电压 VIN  3 5 5.5 V 

静态功耗 IDD1 VIN = 5V   6 uA 

IN 端输入低电平阈值 VIL VDD = 5V 1.34   V 

光耦启动电流 Isdt VDD = 4V, 

VIN : VDD → 0 

th内，IDD2 = Isdt 

th后，IDD2 = Ih。 

11   mA 

启动电流保持时间 th 2.1   us 

光耦保持电流 Ih 1.15   mA 

截止电压 Vrst 

处于放电状态后缓

慢降低 VDD，当

IDD<0.5mA 时，记

录此时的 VDD
值，为放电截止电

压。 

1.25   V 

过零点延时 tdF 
TA = 25℃ 

 0  us 

过零点脉宽 tpF  82  us 
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八、典型应用 

GS1104 可通过下图 2 所示的电路实现电力线过零检测。其中 C1 为储能电

容，为芯片和光耦提供电能，典型可采用 33nF，依照具体应用需求还可选 22nF、

56nF、100nF 等。输入分压电阻 R1 ~ R4 可根据 VL-N的电压大小进行调节，典型

采用 1.5MΩ。R5 采用 15kΩ，R6 采用 15kΩ，C2 可采用 1nF。IN 端口集成稳压

二极管，稳压典型值为 5.9V。OC 为高速光耦器件，推荐使用 816D。 

图 2  GS1104 典型应用电路 

芯片检测过零点的阈值设定为𝑉 ு 。在交流信号每个正半周，当𝑉ூே > 𝑉 ு

时，芯片 IN 端通过集成的二极管为 C1 充电至 VDD 电压，进行储能；当𝑉ூே <

𝑉 ு时，交流输入处于过零点附近，VDD到地放电通路开启，C1 储存的能量通过

光耦释放，OUT 端产生宽度为 tpF的低电平脉冲，指示正半周过零信号。 

以下是几种低功耗应用的全温度段（-40℃~85℃）延迟与脉宽典型值： 

条件 过零点延迟典型值 脉宽典型值 单位 

220V/8M/33nF 10 80 us 

220V/6M/33nF 0 83 us 

220V/8M/22nF 8 47 us 

220V/6M/22nF -1 51 us 

150V/8M/33nF 10 74 us 

150V/6M/33nF -1 81 us 

GS1104 全温度脉宽表现（低功耗应用） 

以上应用适用电压范围为 150V 以上，可覆盖 220V 电网的电压波动范围。 
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其余可供参考的输入电压/输入电阻/储能电容-延迟/脉 宽配置(25℃) 

如下表所示 

条件 过零点延迟典型值 过零点脉宽典型值 单位 

220V/3M/100nF -3.7 284 us 

220V/3M/56nF -5.2 153 us 

220V/3M/33nF -4.4 90 us 

220V/5M/15nF 1.0 38 us 

220V/5M/56nF 1.3 166 us 

220V/5M/33nF 0.6 93 us 

110V/3M/100nF -3.5 236 us 

110V/3M/56nF -10.0 153 us 

110V/3M/33nF -10.8 93 us 

110V/5M/15nF -10.5 35 us 

110V/5M/56nF 3.5 133 us 

110V/5M/33nF -1.9 86 us 

380V/5M/56nF 8.0 165 us 

储能电容-脉宽配置 
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九、典型特性 

输入电压 220V，输入电阻 6M，储能电容 33nF 工作条件下，输入-输出波形： 

图 3 过零点延迟（红色线为交流输入信号，蓝色线为输出过零点信号） 

H1 为 0V 指示线，H2 为 1V 指示线，V2 是输入信号经过零点的时刻， V1 为输出信号降低到 1V 以下的时

刻，V1-V2 即为过零点延迟。 

图 4 过零点脉宽（红色线为交流输入信号，蓝色线为输出过零点信号） 

H3 为 300mV 指示线，V3 是输出信号降低到 300mv 以下的时刻， V4 为输出信号升高到 300mv 以上的时

刻，V4-V3 即为过零点脉宽。 
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十、封装尺寸 
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十一、包装 

 


